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III-V 族（特に AlGaInAsP）系化合物は II-VI族や I-III-VI族と比較して、表面や粒界でのキャリ

ア再結合損失が大きいため、安価な多結晶薄膜構造で高効率太陽電池を実現する事が困難である。

反面、単結晶薄膜のエピタキシャル成長が可能であり、バンドギャップ制御、ｐｎ接合やドーピ

ング濃度の制御、および、ヘテロ構造の形成が容易であることから、多接合構造による超高効率

太陽電池が実現可能となる。 

様々な多接合構造の III-V 族化合物太陽電池の変換効率（研究レベルの最高値）を表１に示す。

著者らは、格子不整合系材料をボトムセルに用いた逆積み３接合型にて、37.9％（AM1.5G, 非集

光）および 44.4％（302 倍集光）の高効率を達成している。海外の動向として、格子整合系材料

であるGaAs基板上の多接合セルと InP基板上の多接合セルをウエハ接合により貼り合せた構造の

４～5 接合型による高効率化の進展が見られるようになった。今後は、半導体層内でのキャリア

再結合損失を低減するためのフォトンリサイクルング技術や高バンドギャップセルからのルミネ

ッセンスを低バンドギャップセルで再吸収する技術により更なる高効率化が期待される。 

III-V 族系化合物太陽電池は、高価であることから宇宙用や集光型システムに用途が限定されて

いたが、今後、エピタキシャル層の薄型化や基板再利用技術の開発による低コスト化と、価格低

減に伴う用途拡大、さらには量産化（大量普及）による更なる低コスト化が課題となる。 

 

表１ 様々な多接合構造の III-V 族化合物太陽電池の変換効率（研究レベルの最高値） 

（下線：格子不整合材料、二重縦線：ウエハ接合） 
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